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	 2011年に Yoo等は有機半導体である銅フタロシアニン（CuPc）を薄く蒸着したシリコン

基板によるテラヘルツ（THz）変調素子について報告した（図１）。波長 785nmのレーザー

光を素子に照射すると、THz電磁波の透過量が減少するといった動作を示す[1]。これまで

我々は、本原理に基づく有機／無機半導体積層構造によるアクティブ・メタマテリアルを

検討してきた［2,3］。本研究では、塗布型の有機半導体への拡張を検討した。	 

	 本研究では，PCBMと TIPSペンタセンを採用し、これらを Si基板上にスピンコート法あ

るいはディップコート法により成膜した。図 2に 16nm厚の PCBMを Si基板上に成膜した

素子のテラヘルツ透過のレーザー強度依存特性を示す。PCBMでも CuPcと同様の効果を確

認することができた。詳細は当日発表する。	 
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図 1:有機/無機半導体積層構造における	 

テラヘルツ透過の光変調素子の概略図 

 

図 2:	 PCBM/Si のテラヘルツ透過の	 

レーザー強度依存特性 
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